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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替 GB/T24578—2015《硅片表面金属沾污的全反 射 X 光 荧 光 光 谱 测 试 方 法》和

GB/T34504—2017《蓝宝石抛光衬底片表面残留金属元素测量方法》。与 GB/T24578—2015和

GB/T34504—2017相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围(见第1章,GB/T24578—2015和GB/T34504—2017的第1章);

b) 增加了“全反射”的定义(见3.1);

c) 删除了缩略语(见GB/T24578—2015的第4章,GB/T34504—2017的3.2);

d) 更改了方法原理(见第4章,GB/T24578—2015的第5章和GB/T34504—2017的第4章);

e) 更改了干扰因素中掠射角校准的影响、样品表面粗糙度和波纹带来的影响[见5.2.3、5.3.2,

GB/T24578—2015的6.2.1、6.3.2和GB/T34504—2017的6.2b)、6.2g)];增加了掠射角选

择,测试钠、镁、铝元素时的检出限,靶材工作方式的影响,靶材腔室真空度的影响,主腔室氮气

纯度的影响,校准样片与测试样片角扫描不同的影响(见5.1.1、5.1.6、5.2.6、5.2.7、5.2.8、5.3.1);

f) 更改了干扰因素中沾污元素的影响、沾污不均匀的影响[见5.3.4、5.3.5,GB/T34504—2017的

6.3e)、6.3f)];

g) 删除了干扰因素中设备主机高架地板振动的影响、设备所在环境、样品载具、操作人员的手套

洁净度不良等情况的影响[见GB/T34504—2017的6.3a)、6.3c)];

h) 更改了试验条件(见第6章,GB/T24578—2015的第9章和GB/T34504—2017的第7章);

i) 增加了校准中全反射临界角的近似计算公式(见9.2.3);

j) 更改了设备的校准(见第9章,GB/T24578—2015第10章、第11章和GB/T34504—2017的第8章);

k) 更改了试验步骤(见第10章,GB/T24578—2015的第12章和GB/T34504—2017的第9章);

l) 更改了精密度(见第11章,GB/T24578—2015的第13章和GB/T34504—2017的第11章);

m) 删除了测试结果的计算(见GB/T34504—2017的第10章)。
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半导体晶片表面金属沾污的测定

全反射X射线荧光光谱法

1 范围

本文件描述了半导体镜面晶片表面深度为5nm以内金属元素的全反射X射线荧光光谱(TXRF)
测试方法。

本文件适用于硅、绝缘衬底上的硅(SOI)、锗、碳化硅、蓝宝石、砷化镓、磷化铟、锑化镓等单晶抛光

片或外延片表面金属沾污的测定,尤其适用于晶片清洗后自然氧化层或经化学方法生长的氧化层中沾

污元素面密度的测定,测定范围:109atoms/cm2~1015atoms/cm2。
本文件规定的方法能够检测周期表中原子序数16(S)~92(U)的元素,尤其适用于钾、钙、钛、钒、

铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、砷、钼、钯、银、锡、钽、钨、铂、金、汞和铅等金属元素。
注:测试范围在一定条件下能扩展到原子序数11(Na)~92(U)的元素,取决于测试设备提供的X射线源。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T8979—2008 纯氮、高纯氮和超纯氮

GB/T14264 半导体材料术语

GB/T25915.1—2021 洁净室及相关受控环境 第1部分:按粒子浓度划分空气洁净度等级

3 术语和定义

GB/T14264界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
全反射 totalreflection
光从光密介质射向光疏介质,当入射角超过临界角时,折射光完全消失,仅剩反射光线的现象。
注:对于X射线,一般固体与空气相比都是光疏介质。

3.2
掠射角 glancingangle
样品表面平面与包含入射到样品表面的X射线的虚拟平面之间的夹角。
注:本方法以小的掠射角入射到晶片表面时,X射线会在晶片表面发生全反射,此时反射的角度等于掠射角。

3.3
临界角 criticalangle
X射线能产生全反射的入射角度。当掠射角低于这一角度时,被测表面发生对入射X射线的全

反射。
注:如果入射角足够小,X射线不穿过样品被反射,则折射角和反射角交界处的入射角称为临界角。
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